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Situacién actual de los dieléctricos de puerta en transistores MOSFET

El campo de los dieléctricos de alta permitividad es uno de los més activos en
el campo de la electrénica moderna. Gran ntimero de laboratorios e industrias
de fabricacién de circuitos integrados estan activamente involucrados en la
investigacién de las propiedades de estos materiales, asi como en su insercién
en las cadenas de fabricacién de los dispositivos de tltima generacién. Se
pretende que los estudiantes que elijan este trabajo realicen una revision de la
situacién actual de las tecnologfas e ideas involucradas en el campo, desde una
perspectiva cientifica, sin entrar en detalles minuciosos de cada una de ellas.
Asimismo, se pretende que aprendan a caracterizar un dispositivo real
mediante unas sesiones précticas sencillas. El detalle concreto de los objetivos
es el siguiente:

1.- Introducirse en la fisica de los dispositivos MOSFET.

2.- Introducirse en el campo de los dieléctricos de alta permitividad y su
influencia presente y futura en el desarrollo de los dispositivos MOSFET.

8.- Caracterizar experimentalmente una estructura MOS fabricada con
dieléctricos de alta permitividad.
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1.- Lectura critica de trabajos cientificos de reciente publicacién, donde se
revise la situacién actual de los dieléctricos de alta permitividad, analizando las
propiedades fundamentales de los mismos y comparando las ventajas e
inconvenientes que presentan los méas relevantes en su utilizacién en
transistores MOSFET.

2.- Realizacion en el laboratorio de la caracterizacién de una estructura Metal-
Aislante-Semiconductor realizada con un dieléctrico de alta permitividad.
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